Status ccd-19-1

* Processing continues for ccd-19-1.
* Preparation for Structural Dummies including Heaterpads.

* Preparation for Diodewafers with Entrance Window

F. Schopper HLL, 3.6.2014



Status Fertigung ccd-19-1

1 HE-Implantation Bochurm 31 B Implantation n-Seite;
2 Trockene Oxidation, 230 nm =100= 32 11 Lithographie NOPH3[FET)
3 1 Lithographie ALIM, Justagemarken'Waferbezeichnung 32 |9 Implantation n-5eite;
4 2. Lithographie ALIP, Justagemarken 34 12. Lithographie KOMP
5 th. Oxid andtzen auf 150/ 100 nm (MarkeniM ummern) 35 Thermis ches Oxid dtzen p-Seite
G LPCVD-Mitridl, Z0nm 36 13, Lithographie POXP
T LPCWD-Palys iliziurm, SB30nm [ amorph) ar Cwid im EF auf 75 nm dtzen, p-Seite
g Z. Implantation Poly, n-Seite et 10. Implantation p-5eite;
8 |Rekristalls ation, 30 |Annealing, DANNGOO ARC
KW 26 10 3. Lithagraphie FOLN 40 |Litho EQXP + HF -Dip. 10 nm urter Mitrid <
- 11  |Poly strukturieren, r-Seite 41 |[LPCWD-Mitrid2 327 nm, EF-0x hier 10 nm
12 Paoly entfernen p-Seite, Topf (Schutzlack n-Seite) 42 LPCYWD-LTOL, 200 nm (NOV)
|13 |oxidation Falys ilizium, 43 |14, Lithegraphie MITF
11 2min HF-Dip! 44 LTO2-Strukturierung, p-Seite
5 4 Lithographie POXHN 45 15. Lithographie MITH (FET+ Ringe)
iE Irmplantation n-Seite; 46 LTOL1-Strukturiemung, n-Seite
KW 30 17 Nitrid 1 abdtzen, beids eitig 47 Nitid2/3 dtzen, beids eitig
> |18 5 Lithographie FHIN 48 16 Lithe KONN
19 |Therrr|'5 ches Ozid dtzen, n-Seite 49 th. Ox durchatzen, n-Seite
20 6. Lithographie HEWHN 50  |Annealing, NITDANH + H2TAS0
21 4 Implantation n-5eite; 51  |Metallisierung n- und p-Seite, um
22 7. Lithographie PCWTI 52 17. Lithographie ALUN
23 5. Implantation n-5eite; 53 |Aluminiums rukturierung n-Seite
24 |Annealing, DANNEOO 54 18. Lithographie ALUP
25 8. Lithographie POPN 55  |Alurniniurms rukturierung p-Seite
26 B Implantation n-5eite; 56 el Messen
27 lAnnealing, MITODANH 57 H2-Ternpem, HZT400
28 8. Lithographie HOPNL{ Trans ferkanal ), 582 el. Messen
28 7. Implantation n-5eite; 50 19. Lithographie EQXP (EF-=0nm; LTO-=0nm auf ARC )
20 10, Lithographie MO PNZ { Trams ferkanakil otch), G0 Cxidd LTS i EF Atzen
61 |Endreinigung, messen
G2 21 bcbn, messen?
63 |22, Litho cumi cutp

F. Schopper

HLL, 3.6.2014




Fldchen fiir thermische Lasten M )
/Y

Register area (Storage and Frame Store)

B\shanr;el 3W FET region Gas conductance + Radiation FET region Bbshanr:jelcfw
. c-on uctance FET Power dissipation Phi registers FET Power dissipation i c‘on uctance
50 % Phi and bhias bond conductance X X 50 % Phi and bias bond conductance
50 % Phi and bias bond conductance
AN

Register area dissipation: L1 W+1W +03W +25W=49W
FET region dissipation: 1.5 W each
Channel BW region: 1.4 W+ 0.15 W each

Use worst case estimation + gold wires ~ 11 W in total

F. Schopper HLL, 3.6.2014




1024 x 2048 devices Thermal Mockup
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Trockene Oxidation, 230 nm <100>
Metfallisierung n-Seite, 1um

17. Lithographie ALUN
Aluminiumstrukturierung n-Seite

2. Lithographie ALIP, Justagemarken

Thermal — and Mechanical Dummies

th, Oxid anatzen auf 150/100 nm (Marken/Nummern)

Metallisierung p-Seite, lum
18. Lithographie ALUP

Aluminiumstrukturierung p-Seite
H2-Temnpern, H2T400
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Wafer schneiden

Glasmasken
Glasmasken
Cutterdaten

F. Schopper

HLL, 3.6.2014
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